
Epitaxie

Substrat GaAs

Tampon GaAs

Canal InGaAs

Espaceur AIGaAs

Barrière AIGaAs :Si

Couche contact AIGaAs :Si

Structure de transistor

PRODUIT FINAL

Epitaxie par jets 
moléculaires sous 
ultra vide avec 
un substrat maintenu 
à 600°C (pour chaque étape)


